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(54) TiUe: SEMICONDUCTOR STRUCTURE 



(54) Bezeidmung: HALBLETTERSTRUKTUR 
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(57) Abstract: The invention 
relates to - a semiconductor 
structure, especially for use in 
a semiconductor detector. Said 
semiconductor structure comprises 
a weakly doped semiconductor 
substrate (HK) of a first or second 
doping type, a highly doped drain 
region (D) of a second doping, 
type, located on a first surface of 
the semiconductor substrate (HX), 
a highly doped source region 
(S) of the second doping type, 
located on the first surface of the 
semiconductor substrate (HK), 
a duct (K) extending between the 
source region (S) and the drain 
region (D), a doped inner gate 
region (IG) of the first doping 
type, which is at least partially 
located below the duct (K), and 
a blow-out contact (CL) for 
removing charge carriers from the 
inner gate region (IG). According 
to the invention, the inner gate 

region (IG) extends in the semiconductor substrate (HK) at least partially up to the blow-out contact (CL) and the blow-out contact 
(CL) is located on the drain end relative to the source region (S). 
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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung beirifiFt eine Halbleiterstraktur, insbesondere in einem Halbleiterdetelctor, mit einem 
schwach dotierten Halbleitersubstrat (HK) eines ersten oder zweiten Dotierungs typs, einem an einer ersten Oberflache des 
Halbleitersubstrats (HK) angeordneten hochdotierten l>rain-Gebiet (D) eines zweiten Dotierungstyps, einem an der ersten 
Oberflache des Halbleitersubstrats (HX) angeordneten hochdotierten SourceGebiet (S) des zweiten Dotierungstyps, einem 
zwischen dem Source-Gebiet (S) und dem Drain-Gebiet (D) verlaufenden Leitungskanal (K), einem in dem Halbleitersubstrat (HK) 
mindestens teilweise unter dem Leitungskanal (K) angeordneten dotierten inneren Gate-Gebiet (IG) des ersten Dotierungstyps und 
einem Ldschkontakt (CL) zur Entfemung von Ladungstragem aus dem inneren' Gate-Gebiet 

[Fortsetzjung auf derndchsten Seite] 
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Veroflen tUch t : 

— ohne intemationalen Recherchenberichi und emeut zu ver- 
dffentlichen nach Erhalt des Berichts 
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kiirzungen wird aufdie Erkldrungen ("Giddance Notes on Co- 
des and Abbreviations") am Anfang jeder reguldren Ausgabe der 
PCT -Gazette venviesen. 



(IG). Es wird vorgeschlagen, dass sich das innere Gate-Gebiet (IG) in dem Halbleitersubsiral (HK) mindeslens teilweise bis zu dem 
Loschkontakt (CL) erstreckt und dass der Loschkontakt (CL) bezUglich des SourceGebiets (S) drainseitig angeordnet ist. 



